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１．概要（Summary） 

SiGe自己形成量子ドットは p型であるため、核スピンと

の超微細相互作用の抑制や強いスピン軌道相互作用を

利用した電気的スピン操作が期待され、正孔スピン量子

ビットへの応用が期待されている。我々は SiGe自己形成

量子ドットにおける正孔スピンコヒーレンスの評価を目的と

し、単一正孔トランジスタを作製した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高精細電子線リソグラフィー装置、接触式膜厚測定器、

リアクティブイオンエッチング装置、走査型プローブ顕微

鏡、レーザーラマン顕微鏡 

【実験方法】 

共同研究者が作製した量子ドット基板に対して電子線

描画装置によって電極パターンを描画し、Alを蒸着した。

また基板表面から約 700 nmにあるドープ層をバックゲー

トとして用いるためにドライエッチングを行い、接触式膜厚

測定器を用いてエッチング深さを確認した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した SiGe 自己形成量子ドット単一正孔トランジス

タの電気伝導を低温(T =0.3~ 4.2 K)において測定した。

量子ドットに特徴的なクーロン振動やクーロンダイアモンド

を観測し、単一正孔トランジスタ動作を確認した。 

また、特定のゲート電圧において、微分伝導度にソー

スドレイン電圧がゼロ付近でピークが観測された。このピ

ークが温度上昇に対して対数関数的に減衰し、また磁場

の印加によって分裂することから、近藤効果によるものと

思われる。 

 

Fig. 1 Scanning electron microscope image of the 

device 
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